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      Invenţia se  referă la  aparate sensibile la gaze, 
în special la sesizori de gaze toxice pe  bază de 
semiconductori. 

Esenţa invenţiei constă  în aceea că sesizorul de 
gaze toxice pe baza peliculelor subţiri de semi-
conductori conţine un substrat izolator pe care este 
depus un strat sensibil la gaze  din semiconductor 
calcogenic ce conţine telur  sau aliajele lui. Pe 
stratul sensibil  sunt depuşi doi electrozi metalici, 
situaţi  longitudinal sau transversal. 

Rezultatul invenţiei constă în realizarea  unui 
sesizor cu  viteză de  reacţie ce  funcţionează la 
temperatura  camerei.    
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Descriere: 
    Invenţia se referă la aparate sensibile la gaze, şi anume la sesizori de gaze toxice pe bază de semi-
conductori.  

Sunt cunoscuţi mai mulţi sesizori pe bază de semiconductori pentru detecţia şi controlul gazelor toxice şi 
poluante. Aceşti sesizori sunt elaboraţi în baza semiconductorilor din oxizi de metale, cum ar fi SnO2, In2O3, 5 
WO3, SiO2, GeO2, Li2O, Na2O, K2O, CaO, SrO, BaO, Eu2O3, La2O3, CeO2, Al2O3, Ga2O3, TiO2, MgO, NiO, 
ZnO, Mn2O3, Cr2O3[1].  

Fiind compacţi, ieftini şi consumând puţină energie aceşti sesizori posedă o sensibilitate insuficientă 
pentru detecţia unor gaze poluante.  

Pentru îmbunătăţirea sensibilităţii acestor sesizori de gaze se folosesc catalizatori din metale, cele mai 10 
importante din ele fiind Sb, Pt, Pd, Au, Cd, Ni, W, Fe, In, Co[2].  Fabricarea lor are loc prin reacţii chimice 
ale substanţelor ce conţin  metalele indicate, urmate de o serie de proceduri mecanice şi termice, pe un 
substrat izolator se formează un strat sensibil la gaze cu depunerea pe el a electrozilor metalici prin metoda 
evaporării în vid. 

Dezavantajul acestor sesizori constă în aceea că ei funcţionează numai la temperaturi înalte cuprinse între 15 
200 … 400°C şi necesită un timp îndelungat (aproximativ 30 min) de răspuns la existenţa  gazului poluant. 
Un alt dezavantaj este procedeul complicat de fabricare, care include câteva procese tehnologice: reacţii 
chimice, proceduri termice şi mecanice, tehnologia depunerii în vid. 

Problema pe care o rezolvă invenţia este realizarea unui sesizor de gaze poluante ieftin şi eficient, care ar 
funcţiona la temperatura camerei şi ar manifesta sensibilitate la nivel de ppm. 20 

Problema stipulată este rezolvată prin aceea că sesizorul de gaze toxice pe baza peliculelor subţiri de 
semiconductori conţine un substrat izolator pe care este depus un strat sensibil la gaze din semiconductor 
calcogenic  ce include  telur ori aliajele lui. Pe stratul sensibil sunt depuşi doi electrozi metalici, situaţi 
longitudinal sau transversal. Pe planul longitudinal electrozii pot fi simpli ori interdigitali. 

Rezultatul invenţiei constă în realizarea unui sesizor de gaze poluante cu sensibilitate majorată la 25 
concentraţii minime de gaze  ce funcţionează la o scară reală a timpului  la temperatura camerei. 

Invenţia se explică prin desenele din fig. 1-3 care reprezintă: 
fig. 1, secţiunea transversală a sesizorului de gaze pe baza semiconductorului calcogenic; 
fig. 2, dependenţele sensibilităţii şi sensibilităţii pe un ppm de concentraţia dioxidului de azot; 
fig. 3, caracteristicile cinetice de detectare a dioxidului de azot cu sesizorul planar la polarizare constantă. 30 
Structura schematică a sesizorului de gaze pe baza semiconductorilor calcogenici este reprezentată în fig. 

1. Sesizorul constă dintr-un substrat izolator 1, peliculă sensibilă din semiconductor calcogenic 2, electrozi de 
contact 3, sursă de alimentare cu curent continuu 4, aparat de măsurare 5. 

Substratul izolator poate fi fabricat din sticlă pirex, ceramică, Al2O3, monocristal de siliciu cu un  strat de 
SiO2 ori din alţi izolanţi solizi cu rezistenţa mai mare de 108Ω • cm. Pelicula calcogenică sensibilă la gaze 35 
este crescută din Te sau aliajele lui cum ar fi As - Te, Sb - Te,  Ge - Te sau altele descrise în revendicările 
invenţiei. Electrozii de contact sunt realizaţi din metale cum ar fi Al, Pt, Ni sau Cr   la care  se conectează 
circuitul exterior. 

Substratul din sticlă pirex se pregăteşte prin tăiere de plăci cu dimensiuni ce ar permite fixarea în celula 
respectivă a sesizorului, spălarea lor în acetonă şi apă distilată  urmată de  uscare. Pelicula sensibilă la gaze 40 
este depusă prin evaporare în vid a materialului calcogenic preliminar sintetizat. 

Evaporarea se realizează la presiuni mai mici de 1,33⋅10-3 Pa. Grosimea peliculei este de 0,05…5,0 µm . 
Electrozii de contact se depun pe pelicula sensibilă de semiconductor calcogenic prin măşti speciale, de 

asemenea utilizând evaporarea termică în vid. 
 Sesizorul funcţionează în modul următor. 45 
Între electrozii  laterali 3 se aplică o polarizare şi concomitent se măsoară variaţia intensităţii curentului 

cauzată de prezenţa gazului respectiv în mediul ambiant. Gazul considerat poate fi toxic cum ar fi dioxidul de 
azot (NO2), propilamina (PrNH2) sau oxidul de carbon (CO).  Moleculele de gaz sunt adsorbite în suprafaţa 
peliculei sensibile de calcogen şi alterează conductivitatea ei electrică. Efectul gazului adsorbit poate fi 
oxidarea sau reducerea, de aceea influenţa lui poate duce la micşorarea sau creşterea respectivă a rezistenţei 50 
electrice a sesizorului. 

Fig. 2 reprezintă sensibilitatea sesizorului faţă de dioxidul de azot în funcţie de concentraţia gazului. 
Sensibilitatea este definită ca variaţie relativă a rezistenţei sesizorului exprimată în procente: 

S
R R

R
a g

g
= ⋅

−
100 , unde 

Ra şi Rg sunt rezistenţa sesizorului în aerul ambiant şi în prezenţa gazului toxic respectiv. Se observă că 55 
dioxidul de azot are o influenţă reductivă. 

Sensibilitatea creşte brusc cu creşterea concentraţiei gazului, urmată de un prag la concentraţia de 1 ppm. 
După acest prag sensibilitatea continuă să crească, dar mult mai lent, aproximativ liniar. În fig. 2 este 
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reprezentată şi dependenţa sensibilităţii raportată la un ppm de gaz (la concentraţia dată) de concentraţia 
acestui gaz. Se observă că această dependenţă este inversă, adică acest parametru are  valori mari la  
concentraţii mici (zecimi de ppm) şi se micşorează cu creşterea concentraţiei gazului. 

Fig. 3 reprezintă caracteristica de tranziţie aer-amestec de aer cu dioxid de azot la polarizare constantă. 
Ciclurile de trecere la amestecul de NO2 nu sunt periodice. Schema variaţiei compoziţiei mediului gazos este 5 
indicată cu o linie întreruptă. Fiecare treaptă corespunde  amestecurilor cu concentraţia dioxidului de azot de 
0; 0,75 sau 1,5 ppm. Se vede că curentul electric în structura sensibilă variază după aceeaşi schemă  cu 
diverse perioade de atingere a valorilor de saturaţie pentru procesele de adsorbţie - disorbţie. 

Perioadele de răspuns şi de recuperare (definite ca perioade de atingere a valorii de 90% din starea de 
saturaţie a curentului) sunt aproximativ de 5 şi 60 min, respectiv. Tranziţia curentului de răspuns şi recuperare 10 
în cazul trecerii de la amestecul cu concentraţia 0,75 ppm la cel cu concentraţia 1,5 ppm invers este mult mai 
rapidă, constituind doar 1 min. Este semnificativ şi faptul că curentul de răspuns la existenţa dioxidului de 
azot în mixtură atinge  valori foarte mari. La tranziţia de la aerul pur la mixtura de aer cu concentraţia de NO2 
0,75 ppm curentul indus atinge valoarea de 120 µA/ppm.   

Sesizorul propus permite detectarea  gazelor toxice şi poluante cum ar fi dioxidul de azot în concentraţii 15 
deosebit de mici, inclusiv în regiunea ppm la temperatura camerei, cu durată mică de răspuns, fiind ieftin şi 
consumând puţină energie de alimentare. 

Sesizorul poate fi utilizat pentru controlul şi monitorizarea nivelului de poluare a mediului ambiant. 
   
  20 

     
(57) Revendicări: 

                1. Sesizor de gaze toxice  pe baza peliculelor  subţiri de  semiconductori  ce conţine un substrat 
izolator, pe care  este  format un strat sensibil la gaze, pe suprafaţa căruia sunt depuşi doi electrozi metalici,  
caracterizat prin aceea că stratul sensibil este realizat din semiconductor calcogenic ce conţine telur  sau 25 
aliajele lui. 

2. Sesizor conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că  electrozii pe stratul sensibil sunt 
depuşi longitudinal.  

3. Sesizor conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că  electrozii pe stratul sensibil sunt 
depuşi transversal. 30 
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